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摘要(译)

本发明涉及一种用于发射可寻址位置的装置，该装置包括与平行间隔开
的​​第二导体（11）相交的平行间隔开的​​第一导体（10）。交叉的第一和
第二导体限定可寻址的位置，其中电子（12）响应于施加激励电压而发
射。第一导体的一个面覆盖有绝缘层（13），第二导体（11）应用于绝
缘层（13），该绝缘层（13）形成用于热电子（12）的隧道势垒，所述
热电子（12）弹道穿过并从中发射第二导体（11）响应施加的激励电
压。发射的电子撞击靶（30,40,50），靶（30,40,50）可以是平板显示器
的发光屏，例如平板屏的电致发光聚合物，或电致发光的磷屏，或由平
板轰击的靶晶片。从柔性电子束光刻掩模发射的电子。交叉导体
（10,11）可以是铝线，或者可以通过C-MOS技术生产。
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